
JP 2015-141738 A 2015.8.3

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ディスプレイの狭額縁化を実現しつつ、基板同
士の接触や、接合部の接合強度の低下を防ぐ。
【解決手段】有機ＥＬ素子が配置された表示領域１０と
表示領域外に設けられた周辺回路を有する有機ＥＬ基板
１００と、封止基板２００とを備え、有機ＥＬ基板と封
止基板とがそれぞれの基板に配置された接合部１１０、
２１０の接合面Ｓで表面活性化接合法により接合されて
おり、かつ、有機ＥＬ基板上の表示領域に封止基板と接
する支柱５０が形成されている有機ＥＬディスプレイ。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機ＥＬ素子が配置された表示領域と前記表示領域外に設けられた周辺回路を有する有
機ＥＬ基板と、
　封止基板と、
　を備えた有機ＥＬディスプレイであって、
　前記有機ＥＬ基板と前記封止基板とがそれぞれの基板に配置された接合部の接合面で表
面活性化接合法により接合された部分を含み、かつ、
　前記有機ＥＬ基板上の前記表示領域に前記封止基板と接する支柱が形成されていること
を特徴とする有機ＥＬディスプレイ。
【請求項２】
　前記支柱は、前記有機ＥＬ基板の面積の２平方センチメートルあたり１本以上形成され
ることを特徴とする、請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項３】
　前記接合部の樹脂層はポリイミドで構成され、前記ポリイミドの厚さは０．２μｍ以上
有することを特徴とする、請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項４】
　有機ＥＬ素子が配置された表示領域と前記表示領域外に設けられた周辺回路を少なくと
も有する有機ＥＬ基板と、
　封止基板と、
　を備えた有機ＥＬディスプレイであって、
　前記有機ＥＬ基板と封止基板とがそれぞれの基板に配置された接合部の接合面で表面活
性化接合法により接合されており、かつ、
　前記表示領域に対応する前記封止基板上に前記有機ＥＬ基板と接する支柱が形成されて
いることを特徴とする有機ＥＬディスプレイ。
【請求項５】
　前記支柱は、前記封止基板の面積の２平方センチメートルあたり１本以上形成されるこ
とを特徴とする、請求項４に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項６】
　前記接合部の樹脂層はポリイミドで構成され、前記ポリイミドの厚さは０．２μｍ以上
有することを特徴とする、請求項４に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項７】
　有機ＥＬ層が配置された表示領域と前記表示領域に形成された支柱を少なくとも有する
有機ＥＬ基板と、
　封止基板と、
　を備えた有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、
　前記有機ＥＬ基板上の第１接合部と前記封止基板上の第２接合部を活性化成分により活
性化する工程と、
　前記活性化された前記第１接合部及び前記第２接合部のそれぞれの接合面を接触させて
、前記有機ＥＬ基板と前記封止基板とを加圧し接合し、有機ＥＬディスプレイを得る工程
と、
　を備えることを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項８】
　前記第１接合部及び前記第２接合部を活性化成分により活性化する工程と、
　前記有機ＥＬ基板と前記封止基板とを加圧し接合する間に、
　前記それぞれの接合面を金属粒子を含む放射粒子で照射して表面処理する第２の工程を
有することを特徴とする請求項７に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項９】
　前記活性化の工程が、前記それぞれの接合面を、エネルギー粒子を含む放射粒子を照射
して表面処理を行う工程であることを特徴とする請求項７又は８のいずれか一項に記載の
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有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項１０】
　前記支柱は、前記有機ＥＬ基板の面積の２平方センチメートルあたり１本以上形成され
ることを特徴とする、請求項７に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項１１】
　前記接合部の樹脂層はポリイミドで構成され、前記ポリイミドの厚さは０．２μｍ以上
有することを特徴とする、請求項７に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、封止性能に優れた有機ＥＬディスプレイ及びその製造方法の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機ＥＬ発光素子が用いられたディスプレイが開発されている。有機ＥＬは、水
分や酸素との接触により発光寿命が短くなる等の悪影響を及ぼすことが知られている。そ
のため、有機ＥＬ発光素子が存在する空間を封止して、外気の影響を受けないようにする
ための封止が重要であり、一般的にはＵＶ硬化樹脂を用いて、封止基板を張り合わせる手
法が採られている（特許文献１）。
【０００３】
　また、一般的にＵＶ硬化樹脂を用いた封止方法では、酸素、及び水分の透過を十分に抑
えることが不可能であり、様々な対策がなされている。その対策の一つとして、周辺回路
を含めて、完全に基板が接合される領域で囲まれた範囲の内側に入れる構造を採用してい
るものもある（特許文献２）。
【０００４】
　さらに、封止性能を高めるために、ガラスフリットを用いたガラス融着方式が実用化さ
れている（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－０３６４７５号公報
【特許文献２】特開２００２－９３５７６号公報
【特許文献３】特開平１０－７４５８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ガラス融着方式では、ガラス融着時に発生する熱による周辺回路がダメ
ージを受けることや、ガラス融着時に使用するレーザー照射により周辺回路の特性が変化
すること等から、表示領域の周辺に位置する周辺回路付近に接合領域を設けることが困難
であった。そのため、ディスプレイ正面から見て、周辺回路とガラス融着による接合部分
が重ならないように、ずらして形成する必要があった。一方、有機ＥＬディスプレイに対
しては、小型化や外観などの点から、狭額縁化が求められている。したがって、ガラス融
着方式では周辺回路付近に封止領域を設けることができないため、狭額縁化の実現という
点において妨げとなっていた。
【０００７】
　高熱やレーザー照射等を要しない有機ＥＬ発光素子が用いられたディスプレイの封止方
法としては、表面活性化接合法を用いた接合方法がある。しかし、表面活性化接合法では
真空状態で接合を行うため、圧力差によってガラスのたわみが発生し、基板が接触するこ
とがあった。有機ＥＬ材料の表面は比較的柔らかいため、たわみによる基板の接触によっ
て、発光にムラが生じたり、発光しない画素が生じたりする問題がある。また、ガラスの
たわみによって、表面活性化接合法による接合部分がディスプレイの表示部に向かって引
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っ張られ、接合強度の低下や、接合部の剥離が発生するという問題もある。
【０００８】
　よって本発明の目的の一つは、ディスプレイの狭額縁化を実現しつつ、基板同士の接触
や、接合部の接合強度の低下を防ぐことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態によると、有機ＥＬ素子が配置された表示領域と前記表示領域外に
設けられた周辺回路を有する有機ＥＬ基板と、封止基板とを備え、前記有機ＥＬ基板と前
記封止基板とがそれぞれの基板に配置された接合部の接合面で表面活性化接合法により接
合されており、かつ、前記有機ＥＬ基板上の前記表示領域に前記封止基板と接する支柱が
形成されていることを特徴とする有機ＥＬディスプレイが提供される。
【００１０】
　本発明の一実施形態によると、有機ＥＬ素子が配置された表示領域と前記表示領域外に
設けられた周辺回路を少なくとも有する有機ＥＬ基板と、封止基板とを備え、前記有機Ｅ
Ｌ基板と封止基板とがそれぞれの基板に配置された接合部の接合面で表面活性化接合法に
より接合されており、かつ、前記表示領域に対応する前記封止基板上に前記有機ＥＬ基板
と接する支柱が形成されていることを特徴とする有機ＥＬディスプレイが提供される。
【００１１】
　本発明の一実施形態によると、有機ＥＬ層が配置された表示領域と前記表示領域に形成
された支柱を少なくとも有する有機ＥＬ基板と、封止基板とを備え、前記有機ＥＬ基板上
の第１接合部と前記封止基板上の第２接合部のを活性化成分により活性化する工程と、前
記活性化された前記第１接合部及び前記第２接合部のそれぞれの接合面を接触させて、前
記有機ＥＬ基板と前記封止基板とを加圧し接合し、有機ＥＬディスプレイを得る工程とを
備えることを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法が提供される。
【００１２】
　また、別の好ましい態様において、前記第１接合部及び前記第２接合部を活性化成分に
より活性化する工程と、前記有機ＥＬ基板と前記封止基板とを加圧し接合する間に、前記
それぞれの接合面を金属粒子を含む放射粒子で照射して表面処理する第２の工程を有する
ことを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法が提供される。
【００１３】
　また、別の好ましい態様において、前記活性化の工程が、前記それぞれの接合面を、エ
ネルギー粒子を含む放射粒子を照射して表面処理を行う工程であることを特徴とする有機
ＥＬディスプレイの製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ディスプレイの狭額縁化を実現しつつ、基板同士の接触や、接合部の
接合強度の低下を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態における有機ＥＬディスプレイの全体構成を示す概略図で
ある。
【図２】本発明の第１実施形態における有機ＥＬディスプレイの断面模式図である。
【図３】本発明の第１実施形態における有機ＥＬディスプレイの画素と支柱の配置を示し
た概略図である。
【図４】本発明の第３実施形態における有機ＥＬディスプレイの画素と格子状支柱の配置
を示した概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態における有機ＥＬディスプレイ及びその製造方法について、図
面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下に示す実施形態は本発明の実施形態の一例
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であって、本発明はこれらの実施形態に限定して解釈されるものではなく、種々の変形を
行ない実施することが可能である。また、本実施形態で参照する図面において、同一部分
または同様な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する場
合がある。また、図面の寸法比率は説明の都合上実際の比率とは異なったり、構成の一部
が図面から省略されたりする場合がある。さらに、本明細書において「接する」とは接触
することを意味し、化学的又は物理的に接合することは含まない。
【００１７】
［本発明の概要］
　本発明は、基板上に有機ＥＬ素子が形成された表示領域と表示領域外（額縁領域）に設
けられた周辺回路を少なくとも有する有機ＥＬ基板（第１基板１００）と、封止基板（第
２基板２００）とを接合することによって、有機ＥＬ発光素子が設けられた空間を封止し
た有機ＥＬディスプレイが提供される。第１基板と第２基板とは、額縁領域に形成された
接合部を介して接合される。この接合は、接合部の表面が活性化されることによる表面活
性化接合方法によって実現される。表示部の画素間に支柱を形成することによって、有機
ＥＬ基板と封止基板とが表示領域で接触することを防止し、また、接合部が表示領域の方
向に引っ張られることを防ぐ。
【００１８】
＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態における有機ＥＬディスプレイ３００の全体構成を示す
概略図である。有機ＥＬディスプレイ３００は、有機ＥＬ基板と封止基板が接合されたも
のである。なお、以下に説明する本発明の実施形態は、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）が形
成された基板上に形成された有機ＥＬ素子からの発光をＴＦＴ基板と逆側から取り出すト
ップエミッション型の有機ＥＬディスプレイについてであるが、ＴＦＴを形成された基板
上に形成された有機ＥＬ素子からの発光をＴＦＴ側から取り出すボトムエミッション型の
有機ＥＬディスプレイでもよい。
【００１９】
　有機ＥＬディスプレイ３００は、表示領域１０を有する。図１では図示しないが、ＴＦ
Ｔで構成された画素ごとの駆動回路と、有機ＥＬ発光素子とを含む画素が、行方向と列方
向に二次元マトリクス状に配置されて、矩形状の表示領域１０が画定される。なお、画素
の構成としては、ＲＧＢの３色のサブピクセルを並べて１つのピクセルを構成する方式で
も、ペンタイル方式でもよい。表示領域１０には、図１の縦方向にデータ線が延び、横方
向に走査線が延びており、データ線は列方向の画素に共通に接続され、走査線は行方向の
画素を共通に接続される。端子部２２には、有機ＥＬディスプレイと外部回路とを接続し
、映像信号、制御信号及び電源を有機ＥＬディスプレイに供給するための端子が複数個配
列され設置される。表示領域１０の外側から有機ＥＬディスプレイ３００の外縁までの領
域が、額縁領域１２となる。額縁領域１２には、データ線にデータ信号を供給するデータ
線駆動回路や、走査線に制御信号を供給する走査線駆動回路などの周辺回路が形成される
。額縁領域１２には、表示領域１０の外側に沿って電源配線も配置される。。
【００２０】
　図２は、本発明の第１実施形態における有機ＥＬディスプレイの断面模式図であり、図
１におけるＡ－Ａ’方向に見た断面を模式的に表した図である。
【００２１】
　第１基板１００上に、上述の画素ごとの駆動回路によって構成される画素回路群３０と
周辺回路（図示せず）が配置される。第１基板１００は、例えば、ガラス基板等である。
画素回路群３０は表示領域１０と額縁領域１２の一部にかけて形成される。画素回路群３
０上に、平坦化膜３２が形成され、さらに画素電極３４、コンタクト配線４２が形成され
る。画素電極３４上に有機ＥＬ層３６が形成され、それぞれが一つの画素を構成する。バ
ンク角を有するエッジカバー３８は、それぞれの画素を区切るように形成される。対向電
極４４は連続した一枚の透明電極で構成され、有機ＥＬ層３６及びエッジカバー３８を覆
い、表示領域１０の外側まで延長して設けられ、平坦化膜３２上を通ってコンタクト配線
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４２に接続されるよう形成される。画素電極３４は画素回路群３０の画素回路を介して電
源に接続され、電源から供給される電流が有機ＥＬ層３６に流れて発光し、対向電極４４
に流れ出る。
【００２２】
　画素間のエッジカバー３８上に、支柱５０が配置されている。支柱５０は、第１基板１
００と第２基板２００とを接合したときに、第２基板に接する高さを有するよう形成され
る。支柱５０が表示領域に形成されることによって、封止基板と有機ＥＬ基板との接触を
防止することができる。さらに、第１基板１００あるいは第２基板２００のたわみによっ
て接合領域２０が表示領域１０に向かって引っ張られることを防ぐので、第１基板１００
及び第２基板２００の接合力の低下あるいは剥離を防ぐことができる。
【００２３】
　支柱５０は、感光性レジストを用いて、フォトリソグラフィー法によって形成される。
感光性レジスト及びフォトリソグラフィー法は、従来用いられている技術を用いてもよい
。支柱５０の材料は、有機材料であっても無機材料であってもよい。例えば、後述するよ
うに第１接合部１１０の第１基板側をポリイミドで形成する場合には、その形成と同時に
支柱５０をポリイミドで形成してもよい。
【００２４】
　以上に加え、額縁領域に第１接合部１１０、周辺回路、電源供給線等が配置され、有機
ＥＬ基板が形成される。なお、画素回路群３０、周辺回路、平坦化膜３２、画素電極３４
、コンタクト配線４２、エッジカバー３８、対向電極４４、有機ＥＬ層３６及びコンタク
ト配線４２等は、既存の材料及びプロセスにより形成することが可能であり、本発明にお
いて特に限定されるものではない。
【００２５】
　第２基板２００上に第２接合部２１０が配置され、封止基板が形成される。第２基板２
００は、例えば、ガラス基板等である。
【００２６】
　第１基板１００と第２基板２００とは、第１接合部１１０と第２接合部２２０を介し、
接合面Ｓで接合される。なお、図２では図示しないが、第１接合部１１０は周辺回路上に
形成されてもよい。接合面Ｓを有機ＥＬディスプレイの表示パネル正面から見たときに形
成される領域が、接合領域２０となる。この接合は、接合部の表面が活性化されることに
よる表面活性化接合によって実現される。具体的な接合方法については、後述する。
【００２７】
［支柱の配置］
　図３は、本発明の第１実施形態における有機ＥＬディスプレイの、画素と支柱５１の配
置を示した概略図であり、表示部１０の一部を拡大した図である。図３をみると、矩形状
の赤色画素６１、緑色画素６２、青色画素６３が格子状に配置されている。水平方向には
、赤色画素６１、緑色画素６２、青色画素６３、赤色画素６１、緑色画素６２、青色画素
６３、…と規則的に配置され、垂直方向は同一色の画素が配置されている。
【００２８】
　支柱５１は、上下に配置された２つの赤色画素６１と、それらの右隣に配置された２つ
の緑色画素６２で形成される画素間の、交点部分に形成されている。支柱５１の幅は、有
機ＥＬディスプレイの画素ピッチによって、適宜選択される。また、図３を参照すると、
支柱５１の幅は、下及び左右の画素の間隔と同じ幅を有しているが、必ずしもこれに限ら
れない。例えば、画素の間隔よりも幅を狭くしてもよい。また、図３では支柱５１は矩形
状に形成されているが、円形その他の形状であってもよい。
【００２９】
　本発明では、外圧（大気圧）と基板間に生じる真空との間に発生する圧力差により、基
板の変形（撓み、歪み）が発生し、接合部分の剥がれ、基板の接触による有機ＥＬ部分の
不良が発生するため、支柱を形成する必要がある。支柱としては、少なくとも２ｃｍ２に
１本形成することが好ましい。これ以下であると、上記圧力差による基板の変形により、
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接合部分の剥がれ、基板の接触による有機ＥＬ部分の不良が発生する。
【００３０】
［接合部の構成］
　次に、第１接合部１１０及び第２接合部２１０の構成について説明する。第１接合部１
１０と第２接合部２１０の構成としては、第１接合部１１０の第１基板１００側及び第２
接合部２１０の第２基板２００側を樹脂層で形成し、それぞれの接合面Ｓ側に接合膜を形
成してもよい。樹脂層の材料としては、ポリイミド、ポリアミド、アクリル樹脂、ベンゾ
シクロブテン及およびフェノール樹脂等を用いても良い。例えばポリイミドを用いた場合
、ポリイミド膜の膜厚としては０．２～１００μｍが好ましく、より１～５μｍが好まし
く、更に１～２μｍが好ましい。接合膜としては、樹脂層を形成した後に、ＳｉＯ２やＳ
ｉ３Ｎ４などの無機膜が形成される。例えばスパッタでＳｉＯ２などの酸化膜を形成して
もよい。ここで、ＳｉＯ２の膜厚としては、１０～１０００ｎｍが好ましく、更に５０～
３００ｎｍが好ましい。あるいは、接合膜として、樹脂層を形成した後に、例えばスパッ
タでＡｕなどの金属膜を形成してもよい。ここで、Ａｕの膜厚としては、１～１０００ｎ
ｍが好ましく、更に１０～１００ｎｍが好ましい。
【００３１】
　なお、接合領域２０の幅ｄを広くしすぎると、接合力が落ちることがある。これは、接
合領域２０の幅ｄが広くなると、第１基板１００または第２基板２００のうねりの影響が
出ることが原因と考えられる。このようなうねりの影響を抑え、かつ、接合力を保つため
に、接合領域２０の幅ｄの長さは１～０．２ｍｍが好ましいと考えられる。ただし、本発
明の実施形態における接合領域２０の幅ｄの長さは、上記範囲の長さに限定されるもので
はない。
【００３２】
　次に、本発明の実施形態における第１基板１００と第２基板２００との接合方法につい
て説明する。
【００３３】
［第１の接合方法］
　以下、本発明の第１の接合方法について説明する。まず、接合する第１基板１００と第
２基板２００を、真空チャンバー内に設置し、一対の基板保持部材に取り付ける。次に、
真空チャンバー内を減圧する。減圧の程度は、１０－２Ｐａ以上である。後述する表面活
性処理をした接合面の再汚染を防止するために、高真空下で行うことが望ましい。
【００３４】
　真空チャンバー内を減圧した後に、第１基板１００及び第２基板２００の接合面を、室
温で、不活性ガスイオンビームまたは不活性ガス高速原子ビーム（エネルギー粒子）で１
０秒から１８００秒、特に好ましくは１０秒から３０秒照射して、スパッタエッチングし
、表面活性化を行う。表面活性化を行うことによって、元素イオンあるいは元素の中性原
子で接合面に照射して衝突させて接合面の表面皮膜を取り除き、接合面が清浄化され、化
学結合が形成されやすい状態となる。ここで、表面活性処理時に第１基板１００をシャド
ーマスクにより保護することで、表面活性化処理時における有機ＥＬ素子へのダメージを
、防止することが好ましい。この不活性ガスイオンビームまたは不活性ガス高速原子ビー
ムのビームソースの印加電圧とプラズマ電流はビーム源に大きく依存するが、例えば０．
１～３．０ｋＶ及び１～５０ｍＡである。
【００３５】
　照射した後に、第１基板１００及び第２基板２００の接合面を重ね合わせる。ここで、
重ね合わせた第１基板１００及び第２基板２００を加圧することが好ましい。加圧条件と
しては、１～１００ｋＮが好ましく、更には５～２０ｋＮがより好ましい。これによって
第１基板１００と第２基板２００との接合は完了する。
【００３６】
　このように、有機ＥＬディスプレイ３００は減圧された真空チャンバー内で第１基板１
００と第２基板２００とを接合して形成される。高真空下で封止された有機ＥＬディスプ
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レイ３００を真空チャンバーから大気圧下に取り出すと、大気圧と封止された有機ＥＬデ
ィスプレイ内部との圧力差が生じ、第１基板１００と第２基板２００が接触しようとする
力が加わる。しかし、第１実施形態では、第１基板１００の表示領域に支柱５０が配置さ
れているので、第１基板１００と第２基板２００とが接触し、擦れ合い、画素が非発光に
なることや特性が変化することを防ぐことができる。
【００３７】
　また、有機ＥＬディスプレイ３００を大気圧下に戻したときに、第１基板１００と第２
基板２００は接合領域２０で囲まれる領域で接触しようとする。そうすると、第１基板１
００と第２基板２００の接合面Ｓは、横方向（表示領域の方向）に引っ張られる方向に力
が加わるので、接合面Ｓの接合力の低下あるいは接合面Ｓの剥離が生じる場合がある。し
かし、第１実施形態では、第１基板１００の表示領域に支柱５０が配置されているので、
第１基板１００と第２基板２００の接触を防ぎ、これによって接合面Ｓの接合力の低下や
接合面Ｓの剥離を防ぐことができる。
【００３８】
［第２の接合方法］
　以下、本発明の第２の接合方法について説明する。第１基板１００及び第２基板２００
の接合面の活性化までは第１の接合方法と同様である。
【００３９】
　第１基板１００及び第２基板２００の接合面を活性化処理した後、不活性ガスイオンビ
ームまたは不活性ガス高速原子ビームがエネルギー粒子や金属粒子を含む放射粒子を、第
１基板１００及び第２基板２００上に照射する。この金属粒子は、好ましくは遷移金属で
あり、さらに好ましくは鉄である。エネルギー粒子および金属粒子の両方を放射する粒子
源（エネルギー粒子源兼金属粒子源）は、いくつかの構成を取り得る。例えば、エネルギ
ー粒子および金属粒子の両方を放出する、この種の粒子源は、不活性粒子（アルゴン）の
プラズマを発生し、このプラズマに電界Ｅを掛けることで、プラズマ不活性粒子を電界方
向へ加速し、不活性粒子を含むエネルギー粒子の放射を生成する。粒子源内において、不
活性粒子（アルゴン）のプラズマが発生する領域に、所望の金属を含む、出没自在な金属
体を配置することで、当該プラズマ由来のエネルギー粒子により金属体から金属粒子が放
出され、放射粒子の一部となる。この構成の粒子源は、動作モードの選択により、金属体
が退却位置にあるときは、主としてエネルギー粒子を放射する粒子源として機能し、金属
体が進出位置（プラズマ空間内の位置）にあるときは、エネルギー粒子とともに金属粒子
を放射する粒子源として機能する。
【００４０】
　次に、第１基板１００及び第２基板２００上の接合面の金属表面を、室温で不活性ガス
イオンビームまたは不活性ガス高速原子ビーム（エネルギー粒子）でスパッタエッチング
し、表面活性化を行う。照射した後、第１基板１００及び第２基板２００の接合面を重ね
合わせる。ここで、重ね合わせた第１基板１００及び第２基板２００を加圧することが好
ましい。これによって第１基板１００と第２基板２００との接合は完了する。
【００４１】
＜第２実施形態＞
　本発明の第２実施形態では、支柱５０が第２基板２００に形成されていることを特徴と
する。ここで、支柱５０が第２基板２００に設置される位置は、第１基板１００に形成さ
れる画素間の領域に対応している。第１実施形態と同様に、支柱５０はフォトリソグラフ
ィー法によって、第１基板１００と第２基板２００が接合されたときに第１基板１００に
接する高さに形成される。材料等についても同様である。
【００４２】
＜第３実施形態＞
　図４は、本発明の第３実施形態における有機ＥＬディスプレイの、画素と格子状支柱５
２の配置を示した概略図であり、表示部１０の一部を拡大した図である。格子状支柱５２
は、矩形状に配置された赤色画素６１、緑色画素６２、青色画素６３の、各画素間に形成
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される。格子状支柱５２は、第１実施形態と同様に、第１基板１００上にフォトリソグラ
フィー法によって形成される。格子状支柱５２の材料や、第１基板１００と第２基板２０
０が接合されたときに第２基板２００と接する高さに形成されることについても同様であ
る。第３実施形態における格子状支柱５２を形成することによって、第１実施形態で述べ
た第１基板１００と第２基板２００が接触することを防止する効果が得られるだけでなく
、ブラックマトリックスの代わりとして利用することも可能である。
【００４３】
　図４では、各画素間に全て格子状支柱６２が形成されているが、これに限定されるもの
ではない。第３実施形態の変形例として、横方向だけ、あるいは、縦方向だけに支柱を形
成してもよい。また、縦方向あるいは横方向に形成された支柱は、必ずしも連続していな
くてもよい。
【実施例】
【００４４】
　以下に、本発明の具体的な実施例と比較例を挙げる。
（比較例１）
　厚み０．７ｍｍ、２ｃｍ２×２ｃｍ２のガラス基板を用い、接合を行った。基板にはそ
れぞれ、外周部分に、接合部として、ポリイミド２μｍ、ＳｉＯ２１００ｎｍの積層構造
を有するバンクを形成した。この時、バンクの幅は、１ｍｍとした。接合には、イオンビ
ームを使用し、出力（１．５ｋＶ／１００ｍＡ）、真空度　1×10-5で表面活性化処理を
行い、その後、それぞれの基板を５．０ｋＮでプレスし、接合した。
（実施例１）
　表示領域中央に高さ４μｍの支柱１本を形成したこと以外は比較例１と同様にして接合
を行った
（比較例２）
　４ｃｍ２×４ｃｍ２のガラス基板を用い、表示領域中央に高さ４μｍの支柱１本を形成
したこと以外は比較例１と同様にして接合を行った。
（実施例２）
　４ｃｍ２×４ｃｍ２のガラス基板を用い、高さ４μｍの支柱２本を２ｃｍ２の面積に１
本の割合になるように形成したこと以外は比較例１と同様にして接合を行った。
（実施例３）
　接合部のポリイミドを０．２μｍにしたこと以外は実施例１と同様にし、接合を行った
。
（比較例３）
　接合部のポリイミドを０．１μｍにしたこと以外は実施例１と同様にし、接合を行った
。
【００４５】
　次の（表１）は、比較例及び実施例にて形成した有機ＥＬディスプレイの外観を検査し
、接合状態の評価結果を示したものである。
【００４６】
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【表１】

【００４７】
　比較例１は、本発明の実施形態と異なり、表示領域に支柱を形成していない。真空状態
で有機ＥＬ基板と封止基板とを接合し、その後大気圧下に戻した場合、大気圧と封止領域
との気圧差により、有機ＥＬ基板と封止基板とが接着しようとする。このため、接合領域
が封止領域（表示領域）の方向に引っ張られる力が発生し、接合状態に剥がれが生じる。
これに対し、実施例１では表示部に支柱を形成したため、有機ＥＬ基板と封止基板が接着
しようとすることを防ぎ、これによって接合領域を表示領域の方向に引っ張る力の発生を
抑え、接合状態は良好に保たれている。
【００４８】
　また、本発明は基板の面積と支柱の本数を調整することによって、より効果を発揮する
ことが可能となる。比較例２は、実施例１と同様に４μｍの支柱を１本だけ形成している
が、ガラス基板の面積は実施例１の２倍の４ｃｍ２と広くなっており、剥がれが発生した
。しかし、実施例２では支柱の本数を増やした結果、接合状態は良好となった。
【００４９】
　また、接合状態は、接合部を構成するポリイミドの厚さにも依存する。実施例３は、実
施例１においてポリイミドを０．２μｍに変更したものだが、接合状態は良好であった。
一方、ポリイミドを０．１μｍにした比較例３では、剥がれが発生した。
【符号の説明】
【００５０】
１０…表示領域、１２…額縁領域、２０…接合領域、２２…端子部、５０、５１…支柱、
５２…格子状支柱、１１０…第１接合部、１００…第１基板、２００…第２基板、３００
…有機ＥＬディスプレイ
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